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B. Ciszewski

HARD MAGNETIC MATERIALS: DEVELOPMENT OVER XX
CENTURY

In this article the development of hard magnetic materials over XX
century has been described. The chemical composition and properties of
hard magnetic steel, alnico alloys, barium ferrites and magnets with rare-
earth metals are reviewed. An information on the structure and techno-
logy of these materials is also given. The main emphasis is put on alloys:
Fe-Nd, (FeTi);;Sms, CosR, (FeCo),,R, as well as on carbides and nitrides
based upon this phase and alloys Fe-Nd-B and Fe,,R, where R represents
the rare-earth metal. A new trends in modern research works are discus-
sed. As a result of the progress made in the field of magnetic materials,
the magnetic energy of the magnets being manufactured today is over 100
times higher than that at the beginning of this century.

H. Tomaszewski

OXYGEN VACANCY CONCENTRATION -
PHASE COMPOSITION OF ZIRCONIA DISPERSED
IN ALUMINA MATRIX

Effect of oxygen content in sintering atmosphere on phase composi-
tion of unstabilized zirconia grains dispersed in alumina matrix and me-
chanical properties of alumina-zirconia ceramics was studied. As it was
proved, appearance of metastable cubic form of zirconia was a result
of oxygen nonstoichiometry. Critical oxygen vacancy concentrations for
both metastable forms of zirconia were estimated.
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K. Grasza

CONVECTION IN CRYSTAL GROWTH SYSTEMS

This work is short study of several kinds of fluid flow in crystal growth
systems and descriptions of the influence of convective flow on segrega-
tion of crystal components in directional crystal growth from the liquid
phase. The heat-mass transfer phenomena are characterized by dimen-
sionless numbers (dimensionless groups). The physical meaning of these
numbers and its derivation from the system of basic fluid dynamics equ-
ations is shown in the first part this paper. The use of the dimensionless
groups is a powerful tool in comparison of described materials and
growth systems with materials characterized by similar dimensionless
groups and different growth systems.

Z. Frukacz, Z. Mierczyk

OBTAINING OF YAG:Er3** SINGLE CRISTALS
FOR LASER APPLICATIONS

Erbium doped YAG single crystals were obtained by the Czochralski
method. The basic conditions of growth and the results of optical homo-
genity measurements of the obtained crystals are presented. The energe-
tic characteristic of laser rods 4 and 5 mm in diameter and 85 mm in
length are also presented.
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Bb. IlumeBcku

TBEPIBIE MATHUTHBIE MATEPUAJIbI 1 UX PASBUTUE
B XX BEKE

B cratbe mpeacTaBseHO pa3BUTHE TBEPJbIX MAarHUTHBIX MaTepUaIOB
B JKXK Beke. OOCYyX/I€eHbl XMMHUECKHE COCTABLI M CBOMCTBA TBEPABIX
MAarHUTHBIX CTaJIeH, CIUIaBOB alnico, GapueBbIX (DEPPUTOB U MATHUTOB
C peako3eMeJbHbIMUA MeTa/utaMu. OnucaHa TEXHOJIOTUS U CTPYKTYypa
3TuX MmarepuasoB. Cpeaum COBpEMEHHBIX MAarHMuTOB C PENKO-
3eMeJIbHBIMI METa/IaMu 0C000€e BHUMaHMUeE yjeseHo ciuiaBam Fe-Nd,
(FeTi) 17sm5, CosR, (FeCo)17R2 , a Takxe kapOujaM ¥ HUTpHUIAM
OCHOBaHHBIM Ha 3Toi (paze u crmaBam Fe-Nd-B m Fel2R, roe R
SIBJISIETCSI PEAKO3EMEJbHBIM MeTasIoM. KpoMe TOro mpeacraBia€HO
HanpaBJIEHUE COBPEMEHHBIX UccienoBanuii. CtaTbg MMeET 0030 PHBIHA
XapakTep U €M IVIABHOM LIEJIbIO SIBJISIETCS M0KA3aTh CXEMY Pa3BUTHS, B
pe3yabTaTe KOTOPOTO MaKCHMMaJibHAss MAarHUTHAsi 3HEPIrus
NIPOU3BOAMMBIX B Hacrosmiee BpeMs MarHuToB B 100 pa3s Bblme mo
CpaBHEHHUIO ¢ MarHutamu B Hauasie KK Beka. '

X. TomameBsckun

KOHIEHTPALIUS KUCJIOPOJIHBIX BAKAHIIUN
A ®A3HBIN COCTAB OKCUIA IIUPKOHUSYI
COVUCIHEPTUPOBAHHOI'O B KOPYHIOBOU MATPULIE

B pa6ore uccieoBaHO BAMSIHAE KHUCJIOPOAA B atMocdepe CreKaHWs
Ha (Pa3HbIA COCTAB HECTAOMIM3MPOBAHHBIX 3€PEH OKCHA HHAPKOHUS
CIMCIIEPTUPOBAHHBIX B KOPYHIOBOY MATPHUIIE U MEXAaHUUECKHE CBOM-
CTBa KOPYHJOBO IUPKOHHEBOM Kepamuku. [logBieHue wmeracra-
OMIbHOUM KyOMUYECKOW OTMEHBI OKCHA LHUPKOHHUS 3TO PE3YJIBITAT
KUCJIOPOAHOM HECTEXMOMETPHH ITOTO OKCHa. Kputuueckue KOHIEeH-
TpAIMY BaKaHIMHK [ KyOMUECKOM U TETPAarOHaIbHOM OTMEHBI OKCH/IA
OIIPEJEJIEHO.
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K. I'pama
KOHBEKIIUSA B CUCTEMAX ITPOCTA KPUCTAJIJIOB

B pabore o6CyXnaercss HECKOJBKO BHI0OB KOHBEKI[MOHHBIX ITOTOKOB
B CHCTEMax pocra Kpucra/anoB. OmucaHO BJIMSHUE KOHBEKLMH Ha
cerperauMio KOMIIOHEHTOB KPHCTa/la B IPOLIECCE HAIpaBJIECHHOU
KPUCTA/UTM3ALMM U3 XUAKOU (pa3bl. FBeHUS TEIIO- MacconepeHoca
ONMUCaHbl C MOMOLIBbIO 0O€3pa3MEpPHBIX, KPUTEPHAJbHBIX UYUCEN. B
IEPBOIA yacTh paboThl MOKAa3aHO (PU3MUECKOE 3HAUEHHE ITHX UHUCEJT U
€ro BBIBEJIEHHE C CHCTEMbl OCHOBHBIX YPaBHEHUU JUHAMHUKH
XHUAKOCTEH. /[cno/b30BaHME KPHUTEPUAJbHBIX UYHUCEJ SBJISETCS
MOIIHBIM ANNapaToM /i ONMUCaHUs 00CYXJaeMbIX SBJIEHUM B Cydae
Pa3/IMUYHbIX MATEPHUAJIOB C MOJOOHBIMM KPHUTEPHAIbHBIMA UHC/IAMH,
a TakXe B CJyyae TEXHOJIOTMYECKUX CHUCTEM J/I Pa3HbIX METOMOB
NIOJIyYEHUS KPUCTAJLIOB.

3. Opykau, 3. Mepunk

ITOJTYYEHUE MOHOKPUCTAJLJIOB YAG: Er’* 1A
[IPUMEHEHUN B JIABEPHOU TEXHUKE

B cratbe mpencraBieHBl pe3yJsbTAaThl MCCIEJOBAHUM IO TEXHOJIOIMH
nosiyuenus MoHokpucta/ioB YAG:Er merogom Yoxpassckoro. IIpen-
craBJeHbl U OOCYXJEHbI OCHOBHBIE IapaMeTpbl NMPOBEAEHHA KpH-
CTaJM3alluu, a TaKXEe PEe3yJbTaThl MCCJAEAOBAHMA ONTUUYECKOM
OHOPOJHOCTH ITOJIyYEHHBIX MOHOKPHUCTAJLIOB.

Kpowme Toro npeacraBieHbl SHEPTATHIECKUE XaPAKTEPUCTUKHU Jla3ep-
HBIX CTEPXHEH JJIMHOU 85 MM M JuaMeTpoM 4 1 5 MM.



RECENZJE

HANDBOOK OF CRYSTAL GROWTH
1.a. Fundamentals, Thermodynamics and Kinetics.
1.b. Transport and Stability. Ed. D.T.J.Hurle

North Holland 1993

"Handbook of Crystal Growth" jest pierwszym w historii fizyki wzro-
stu krysztatow kompletnym opracowaniem zagadnien zwiagzanych z ta
dziedzing nauki i technologii. Dzieto podzielone jest na trzy tomy, z
ktorych kazdy sktada sig z dwdch czesci (razem sze$¢ ksigzek). Przedmio-
tem recenzji sg dwie czesci pierwszego tomu.

Pierwsza cze¢$¢ "Handbook of Crystal Growth" zawiera dziewiec roz-
dziatéw napisanych przez réznych autoréw, bedacych najwybitniejszymi
znawcami teorii wzrostu krysztatéw. Rozdzial pierwszy ma charakter po-
pularno-naukowy i omawia histori¢ procesOw oraz teori¢ krystalizacji od
czasOw starozytnych az do wieku dwudziestego. Kolejne dwa rozdziaty
poswigcone sg zagadnieniom termodynamiki procesOw krystalizacji oraz
diagramom fazowym. Pozostata czeS¢ ksigzki, napisana. mi¢dzy innymi
przez: B. Mutaftschiev’a, J. P.van der Eerden’a, P. Bennema, G.H. Gil-
mer’a, dotyczy kinetyki wzrostu krysztatu. Teoria zarodkowania, mecha-
nizmy wzrostu, morfologia krysztalu w uj¢ciu modelowym popartym
symulacjami komputerowymi opisane sg jezykiem matematycznym. Zato-
zenia oraz wyniki obliczen przedstawione sg wystarczajaco czytelnie, aby
mogly by¢ zrozumiate dla czytelnika Srednio zaawansowanego w dziedzi-
nie wzrostu krysztatow. Wiele wynikOw podanych jest w postaci ilustracji,
dajacych fascynujacy obraz ztozonoSci zjawisk zachodzacych na powierz-
chni migdzyfazowe;.

Druga cze§¢ pierwszego tomu dotyczy zjawisk transportu masy i
ciepta w procesie wzrostu krysztatu, stabilnoSci morfologicznej frontu
krystalizacji oraz wptywu ruchu ptynu na front krystalizacji. Zawiera tak-
ze dwa rozdzialy méwigce o mechanizmach tworzenia si¢ dendrytow oraz
rozdziat dotyczacy kinetyki elektrokrystalizacji. Autorzy tej czeSci podre-
cznika zostali wybrani sposréd uczestnikow konferencji "Interactive Dy-
namics of Convection and Solidification" zorganizowanej w 1991 roku
przez NASA oraz NATO. Byla to pierwsza konferencja poSwigcona wyla-
cznie tematyce oddzialywania transportu masy i ciepta na stabilno$¢
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wzrostu krysztalow. Omawiane zjawiska thumaczone sg za pomocg mode-
li matematycznych, jednak wigkszo$¢ autorow odwotuje si¢ do licznych
przyktadéw eksperymentalnych, przedstawiajac zdjecia krystalizujacych
powierzchni poddawanych ré6znorodnym oddzialywaniom przylegajgcego
do nich plynu. Na szczeg6lng uwagg zastuguje rozdziat "Effects of Flow
on Morphological Stability" napisany przez Prof.S.H.Davisa, podsumo-
wujacy obecny stan wiedzy w zakresie dynamiki ptynu jedno i dwusktad-
nikowego w uktadach stuzacych do krystalizacji. Kolejne rozdziaty,
poswiecone tworzeniu si¢ dendrytéw, podobnych do tych obserwowanych
przez nas zima na szybach, sg okazjg do przedstawienia kilkudziesigciu
zdjeé dendrytéw o niezwykle skomplikowanych ksztattach.

Wada ksigzki jest brak powigzania i ciggtosci opisywanych zagad-
nien. Kolejne rozdzialy pisane byly niezaleznie przez autorOw znajacych
jedynie w gtéwnym zarysie tres¢ pozostatych rozdzialéw, stad zdarzaja si¢
powtérzenia. Jednak dobér tematéw przez wybitnego znawcg, Prof.
D.T.J.Hurle, do§wiadczonego redaktora "Journal of Crystal Growth",
ogranicza t¢ wadg i daje czytelnikowi mozliwo$¢ oceny obecnego stanu
wiedzy oraz mozliwosci poszczegdlnych osrodkow naukowych w rozwija-
niu teorii wzrostu krysztatéw. Podstawowg zaletg ksigzki jest jej encyklo-
pedyczny charakter, zebranie opiséw najwazniejszych osiagnig¢ nauki
ostatnich lat w dziedzinie teorii krystalizacji.

Recenzowat: dr inz. Krzysztof Grasza
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Pawet Kaminski

Zastosowanie niestacjonarnej spektroskopii gtebokich
poziomOw do badania struktury defektowej pétprzewod-
nikéw typu AMBY, 128 s.

Jozef Paduch, Jerzy Wojtas, Edward Barszcz

Podstawy iloSciowej mikroanalizy rentgenowskiej w ana-
litycznej mikroskopii elektronowej, 36 s.

Jarostaw Grzes$

Wrhasciwosci uzytkowe i mikrostruktura wybranych po-
wilok stopowych Ni-W-Co uzyskanych w procesie nakta-
dania tamponowego, 48 s.

Longin Kociszewski, Ryszard Stepien, Jan Buzniak,
Ewa Poninska, Ryszard Romaniuk

Basic properties and applications of advanced glass opti-
cal fibers, 83 s.
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Wskazowki dla autoréow

1. Czasopismo ,,Materiaty Elektroniczne” jest sktadane technika komputerowa.
Dlatego prosimy autorow o nadsylanie maszynopisu napisanego:

- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcja (np. ChiwRITER, TAG)

- rysunkow, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z nast¢pujacych edyto-

row graficznych: DrawPerfect, CorelDRAW!, AutoCAD, SIGMAPLOT oraz

w standardzie HPGL lub innym po uzgodnieniu z redakcja (np. w postaci

obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze

skanera w standardzie TIF).

2. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

3. Artykul powinien by¢ napisany w 2 egzemplarzach na papierze formatu A4,
jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwdjna
interlinia, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢
nunierowane.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢
umieszczone rysunki.

5. Do artykulu powinny by¢ dotaczone streszczenia nie przekraczajace 200
stow, w jezykach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytul artykutu winien by¢
réwniez przettumaczony na te jgzyki.

5. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nast¢pujace elementy:
z lewej strony u gory artykutu tytul naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a)
autora(6w), nazwa miejsca pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na srodku
stronicy maszynopisu tytut artykutu.

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytutu artykutu.

6.1. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografig nalezy umieszczac¢ na
oddzielnych stronicach, po tekscie.

6.2. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytul objasniajacy.

6.3. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym do-
robkiem autora(6w) nalezy zacytowac zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

6.4. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7. Pozycje bibliografii nalezy podawaé w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci
wystgpujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymienic nazwisko(a) autora(6w), inicjaly imion, petny tytut
dzieta w oryginale, miejsce wydania, wydawcg, rok, stronice np.:

[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: WNT 1991, 126 s.

Dla artykutu nalezy podac kolejno nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut
artykutu w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.:

[2] Kaminski P., Strupiniski W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature
on the Concentration of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709

8. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach musza by¢ zgodne z terminologia przyjgta przez Polskie Normy
i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac w le-
wym marginesie.

10. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.
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W INSTYTUT TECHNOLOGII »
I-v- MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
N /]

mm ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa
tel.: (4822)349003, tix: 825386 cme pl, fax: (4822)3490913

Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicz-
nych jest prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegodlnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
téw, ich obrébki, miernictwa oraz efektywnego wykorzystywania dia
potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wynikéw badan i prac do wdrazania w praktyce.

Dziatalno$¢ Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia
sie w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matose-
ryinej produkciji materiatéw dla elektroniki, telekomunikacji, energetyki,
rolinictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele-
mentami elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatow.

Materiatami, na ktérych koncentruje si¢ dziatalnos¢ ITME sa:
materiaty potprzewodnikowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), materiaty
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaF,, LiINbO,, LiTaO,,
kwarc), materiaty podtozowe dla nadprzewodnikdw wysokotemperatu-
rowych, materiaty ceramiczne (na bazie Al,O, i ZrO,), szkta dla tele-
komunikacji optycznej, materiaty kompozytowe, pasty (przewodzgce,
izolujace i oporowe), czyste metale, zwigzki nieorganiczne i roz-
puszczainiki.

W ramach badann aplikacyjnych opracowywane sga w ITME:
pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody
Schottky’ego), mikrofalowe monolityczne uktady scalone, filtry z
akustyczna falg powierzchniowa, termoelektryczne moduty chtodzgce.

Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych wydaje dwa czaso-
pisma naukowe: kwartalnik ,Materiaty Elektroniczne”, w ktérym publi-
kowane sg artykuty dotyczace zakresu dziatania instytutu, ,Prace
ITME” - zawierajace monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne,
oraz wydawnictwa informacyjne.






